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U 61256 DC

Dynamischer Schreib-/Lese-Speicher mit wahlfreiem Zugriff (DRAM)

Kurzcharakteristik
» Speicherkapazital 256 K Bit
U 61256

DC 08 oo 10 DC 12 BC 15

Selaktionstyp |Selektionstyp | Grundtyp Anfalityp
Zugritfszeit/RAS (ns) BO 100 120 150
Zugriffszeit/CAS (ns) 25 30 35 45
AdreBzugriffszeit (ns) 45 85 65 80
Zykluszeit (ns) 160 1890 20 260

« Betnebsspannung +5V

« Tristate-Ausgangsstufen Datenausgang durch CAS-Signal gesteuert
» Ein- und Ausgdnge TTL kompatibel

» Betriebsarten

Lesezyklus, Schreibzykius, Lese-Schreib-Zykius, Statischer Seitenzugriff (Lesen,
Schreiben), Refreshzyklus, schneller PAGE-MODE (Lasen, Schreiban) -
« Umschaltung von schnellern PAGE-MODE in statischen Seitenizugriff durch CAS vor

RAS maglich

e 256 Refreshzykien; Refreshzeit 4 ms

» 16poliges Gehause

« Integrieérte Eingangsschutzschaltungen

o CMOS-Technologie

Technische Daten

Grenzwerte

Alle Spannungen sind auf Uss = 0V bezogen.
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